xone »',.'-__h-_,;_\,-)H,',‘;Miﬂﬂﬁﬁm—ﬁhhuummy‘h. "

!

sommaire

introduction

introduction

space components

1
ES composants pour 'espace
5

diodes hyperfréquence

microwave diodes

8 varactors

varactors

11 diodes de controle

control diodes

17 diodes de réception

receiver diodes

20 diodes d’émission

emission diodes

23 transistors bipolaires

bipolar transistors

29 transistors i effet de champ

field effect transistors

35 fonctions microonde microwave functions
37 oscillateurs oscillators
39 amplificateurs amplifiers

40 modules microonde

microwave modules

47 modules TO 8

TO &8 modules

49 composants optiques

optical componentis

55 ligmes aretard

delay lines

59 composants a ferrite

ferrite components

61 dispositifs coaxiaux

coaxial devices

67  dispositifs sur guide

waveguide devices

70  dispositifs de puissance

power devices

73 dispositifs divers

miscellaneous devices

77 matériaux ferrite

ferrite material

79 boitiers

pachages

85 index

index

89 adresses

addresses

© THOMSON-CSF Division Compasants Microonde.

Ca document ne présente pas un caractére contractuel. Les valeurs et les caractenistiques madiquees
sont susceptibles de modifications dues & un complément d'information ou & une amelioration du
produit, Nous vous remercions de consulter ia Division Composants Microonde de THOMSON-CSF
avant d'utiliser ces informations pour a8 conceplyan d'un nouvel sguipemeant

Ces informations sont données a titre mdicatif et sans garantie quant aux 8rreurs ou OMISSIONS.

Leur publication nimphgue pas gue la matiere exposee soi libre de tout droit de proprigte industrielle
&t ne conferas aucune licenca d'un guelconque de ces droits, THOMSON-CSF Division Composants
Micro-pnde nassumant an oulre aucune responsabilité quant aux co ces de leur | 1a
quelgues ting que ce soit. Toule copie, reproduction ou traduction e ces ninomanons, intégralemeant
ou partiellement, sans e consentement et l'accord gorit de THOMSON -CSF Owimon Composants
Microonde, sont miterdites, conformemeant aux dispositions ae ia |ol du 1* mars 1957

This document cannot be considered to be a contract specification. Tha informaticn given may be
modified without notice dus to product improvement or further development. Please consult
THOMSGON-CSF [Microwave Components Division) before making use of this information

for equipment design

This document is believed ta the entirely accurate and reliable. No responsibility is assumed however
by THOMSON -CSF for its use, nor for any infrmgements of patents or other rights of third parties
whnich may result from its use. No license s grantea by implication or otherwise under any patent
rights of THOMSGOM -CSF Any copy, reproduction or transiation of this information, either wholly

or in part, withoul the capress written agreememt of THOMGEON -CGF Microwave Sempenents Divigen
Iz exprassly forbidden under the French law of 11 March 1857



diodes hyperfréquence

Une diode est formée soit d'une jonction entre 2 zones
de matériaux semiconducteurs de polarité opposée,
soit d'un contact ou d'une jonction métal
semiconducteur. La famille des diodes se subdivise
en sous-familles de structures, de caractéristiques

et d'utilisations tres différentes :

Les varactors sont classés en :

e varactors générateurs d’harmonique utilisés
pour la multiplication de fréquence,

e varactors paramétriques, utilisés

dans les amplificateurs paramétriques,

e varactors limiteurs,

e varactors transposeurs de fréquence utilisés
en mélange et en modulation paramétrique.

Les diodes de contrdle comprennent les :

e diodes PIN : commutateurs rapides et atténuateurs
a résistance variable,

e diodes Schottky : commutateurs a grande vitesse,
e diodes “snap-off” : commutateurs trés rapides,

e diodes varicaps : capacités variables pour 'accord
de circuits.

Les diodes de réception se décomposent en :
e cristaux détecteurs et mélangeurs,
e diodes Schottky détectrices et mélangeuses.

Les diodes d'émission comprennent les :
e diodes Gunn pour oscillateurs a faible bruit,
e diodes a avalanche pour oscillateurs de puissance.

microwave diodes

A diode is formed, either by junction of two areas

of oppositely polarised semiconductor material

in contact or by a semiconductor metal junction.

The family of diodes is sub-divided into groups

of structures, of very different characteristics and uses:

Varactors are classed as:

e harmonic generator varactors for frequency
mudltiplication,

e parametric varactors, used in parametric amplifiers,
e [imiter varactors,

e frequency transposer varactors used in mixers

and parametric modulation.

Control diodes include:

e PIN diodes: fast switches and variable resistance
attenuators,

e Schottky diodes: ultra-fast switching,

e ‘step recovery” diodes: very fast switching,

e varicap diodes: variable capacitance for tuning
circuits.

Receiver diodes are available as:
e crystal detectors and mixers,
e SchottkRy mixers and detectors.

Emission diodes include:
e Gunn diodes for low noise oscillators,
e Impatt diodes for power oscillators.




symboles

TENSIONS VOLTAGES

Ve TENSION DIRECTE CONTINUE FORWARD DIRECT VOLTAGE

VR TENSION INVERSE CONTINUE REVERSE DIRECT VOLTAGE

VER TENSION DE CLAQUAGE BREAKDOWN VOLTAGE

Vi LA COURBE C (V) (ECHELLE LOG-LOG) PRESENTE  THE CURVE C (V) (LOG-LOG SCALE) HAS AN INFLEXION
UN POINT D'INFLEXION POUR V = Vi POINT AT V = V) (TUNING DIODES)
(DIODES D'ACCORD)
COURANTS CURRENTS

le COURANT DIRECT CONTINU FORWARD DIRECT CURRENT

I COURANT INVERSE CONTINU REVERSE DIRECT CURRENT
PUISSANCE POWER

Pe PUISSANCE EN ENTREE INPUT POWER

Po PUISSANCE EN SORTIE OUTPUT POWER

Pliisa, PUISSANCE DISSIPEE POWER DISSIPATION

Pimax  PUISSANCE RF MAXIMUM ADMISSIBLE MAXIMUM RF POWER

Pio PUISSANCE DE L'OSCILLATEUR LOCAL LOCAL OSCILLATOR POWER
PARAMETRES DE COMMUTATION SWITCHING PARAMETERS

. DUREE DE VIE DES PORTEURS MINORITAIRES MINORITY CARRIER LIFETIME

teo TEMPS DE RETOUR RAPIDE SNAP-OFF TIME

tas TEMPS DE COMMUTATION INVERSE REVERSE SWITCHING TIME
GRANDEURS DIVERSES ADDITIONAL ITEMS

rsE RESISTANCE SERIE DANS LE SENS DIRECT FORWARD SERIE RESISTANCE

i RESISTANCE SERIE DANS LE SENS INVERSE REVERSE SERIES RESISTANCE

Ry RESISTANCE VIDEO VIDEO RESISTANCE

Rin RESISTANCE THERMIQUE THERMAL RESISTANCE

C; CAPACITE DE JONCTION JUNCTION CAPACITANCE

Cx CAPACITE TOTALE TOTAL CAPACITANCE

g:; sl SD\ESE%Z”‘C'TES TOTALES POURLES TUNING RATIO FOR TWO-REVERSE VOLTAGES Vi, Vs

Q FACTEUR DE QUALITE QUALITY FACTOR

o e e nRAETLRE DESDIODES TEMPERATURE COEFFICIENT OF CAPACITANCE

v PENTE DE LA COURBE C (V) POUR V = Vy SLOPE OF THE CURVE C (V) ATV = Vy

s FREQUENCE DE COUPURE CUT-OFF FREQUENCY

T FREQUENCE DE COUPURE (V= — 6 V) CUT-OFF FREQUENCY (V——6 V)

fe FREQUENCE D’'ENTREE INPUT FREQUENCY

fo FREQUENCE DE SORTIE OUTPUT FREQUENCY

Tas SENSIBILITE TANGENTIELLE TANGENTIAL SENSITIVITY

3.'&3.}:1 | RAPPORT D'ONDE STATIONNAIRE STANDING WAVERATIE

NF, FACTEUR DE BRUIT EN SIMPLE BANDE SSB NOISE FIGURE

f FREQUENCE FREQUENCY

Zig IMPEDANCE A LA FREQUENCE INTERMEDIAIRE INTERMEDIATE FREQUENCY IMPEDANCE

M COEFFICIENT DE MERITE FIGURE OF MERIT

Ra RESISTANCE EQUIVALENTE DE BRUIT RESISTANCE REPRESENTING THE AMPLIFIERS NOISE
DE L'AMPLIFICATEUR VIDEO CONTRIBUTION

RL RESISTANCE DE CHARGE LOAD RESISTANCE




varactors
varactors

varactors multiplicateurs i 'arséniure de gallinm

gallinm arsenide multiplier varactors

CONDITIONS DE MESURES

V=0V

CONDITIONS LIMITES

TEST CONDITIONS RI0UA VRSIN f= 1 MHz F=708H RSk LIMITING CONDITIONS
S z TEMPERATURES °C
i’??éﬂgiﬁgﬁ? i? *oT-ase Var e 5 5 Pe Po TEMPERATURES °C
Nbre DE :
TYPE BOITER  VARACTORS igggﬁg:{gi v - o oF o - FONCTION ~ STOCKAGE
TYPE CASE Nber OF GHz min max min max max min OPERATING ~ STORAGE
VARACTORS
AH 131 F27d 30-40 0 0.1 0.2 0.5 100 15
AH 132 Fa7d 30-40 0 05 100 75
AH 133 F2rd 30-40 0.1 05 150 40 —40+70 —65+175
AR Fo2id= el 00 e i D s L T 0.k i D00t e -1 00 e =5
5 AR OB i F 20,0 b i S0AD s A 00 0.1 B LT 0, 7 e, SO0 150 i
AH 141 E4p 2 30-40 30 0,1 0.4 O,E& 200 - -
AH 142 E5p 3 30-40 45 0.1 015 0.3 12 300
varactors multiplicateurs au silicium
silicon iplier varactors
CONDITIONS DE MESURES R Vp=—6V +10mA  +10mA =3y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS t=1MHz — & mA 10V & E LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A _ , TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT |~ 20°C VR G Te fso Fn Fo TEMPERATURES °C
tbre DE L ENCE
TYPE BOITIER  VARACTORS Eﬁiéﬁi:gi - S ” - R FONCTION,  STOCKAGE
TYPE CASE Nber OF GHz mir max min  max il max hax OPERATING  STORAGE
VARACTORS
DH238G  Fa9p 2 2-4 120 160 3 B 200 400 10 T4
DH238G  Faap 2 35 90 130 2 4 150 200 12 10
DH240G  F49p 2 26 B0 120 14 2 150 200 17 3
DH241G F27d Z 48 70 110 08 14 B0 150 2 P
DH242G  F274 2 12 B0 90 04 06 30 100 25 1.7
DH243G F27d 2 12-18 50 70 02 04 20 80 40 0.6
DH 236 E2p 2 1-3 160 - 220 4 6 400 800 6 20 —B5+175 — 65+200
DH 240 Elp =+ 2 46 B0 - 120 14. 24 150 200 7.0y 250 B
DH 241 Elp 2% 48 70 110 09 1.4 60 150 20 4
DH 242 E prseia. 2 812 ~ 60 90 04 06 30 700 25aB s, 7
DH 243 E1p 2 12-18 50 70 - 02 04 20 80 40 . 0.8
DH 245 Eap 3 914 a0 120 04 06 30 100 25 3
DH 246 Eap 3 12-18 70 100 025 0.4 20 BO 35 1.2
DH286 *  E2p 4 2-6 180 280 09 1.3 160 200 - 3 25 (d}
DH2B7 %+ Elpii 4 . 6-12 i 120 180. . 04 O7 B0 TE0 v 43 8 (0) — 85— 175 — 65+ 200
DH288 - El1p. 4. 2B s 90 A0 D25 0.4 DO B0Sa, s e 25 3 (d)
DH 294 DO 7 [ 0.2-2 45 70 3 10 125 400 300 0.5 (d)
DH 200 Fag 1 052 30 140 55 7 250 7000 B 20 (d)
DH 270 S 268 | 73 80 110 ] 55 160 700 0 15 (d)
OH 110 Fa2rd 1 74 &0 90 3 4 100 400 25 S (@
DH 293 F&0d 1 36 50 70 2 3 60 250 30 B (d) —65+175 -85+ 200
DH252 . F27d 1 78 40 60 08 2 35 200 50 - 3 ()
DH 256 F27d 1 512 30 45 05 14 20 120 50 2 (d)
DH 292 F27d 1k B-16 204 a5Eee 0.2, 05 10 L 751Nt Lre . 7002 0.6 (d) 5o
DH 267 F2rd 1 10-25 1506 250w -0.2 1~ 0.3 e 60 100 0.2(d)

(d) En doubleur (d) Doubleur test

varactors multiplicateurs et de commutation au silicium, en microéléments

silicon multiplier and switching varactors, microcomponents

CONDITIONS DE hﬁESUF{ES 10 ma + 10 mA i LR Vp=6Y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS —6mA — 10V R H =1 MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A . TEMPERATURES ©

, — 259 % . ES®C
SPECIFICATIONS AT 2o T tso Var G TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION ns Ps v pF pF FONCTION, STOCKAGE
TYPE PRESENTATION yp typ min min max OPERATING ~ STORAGE
EH 255 c2 40 120 40 0.8 1.4
EH 256 B 20 30 30 0.5 0.8
STIET ] TS 50 55 03 05 —B5+175 —g5+200
EH 258 c2 10 70 20 D15 0.3




varactors paramétriques i arséniure de gallinm
gallium arsenide parametric varactors

- CONDITIONS LIMITES
CONDITIONS DE MESURES Y=y Vay =0V
Vp=6Y ln= 10 pA Vg =3V R - s
TEST CONDITIONS i R=1EH i [ =1 MHz Vas —BY LIMITING CONDITIONS
RIETIO cy—¢C TEMPERATURES =C
CARACTERISTIGUES A _ . i1 —Ci
T=25°C v I o) g A 3
SPECIFICATIONS AT =l s 5 i ! T TEMPERATURES °C
F €TI0 STOCKAGE
TYPE BOITIER GHz v A pF pF FONCTION ~ STOCKA
TYPE CASE min min gmx min max min OPERATING  STORAGE
AH 106 F 54 800 B 1 0.2 0.3 0.45 i .
AH 108 F54 800 B 1 03 04 0,5 - 65+70 —65+150
AH 110 F 54 1000 5 1 0.2 0.3 0.5
varactors paramétriques au silicium
silicon parametric varactors
CONDITIONS DE MESURES B i Vg—0V Ve=0V Vp=—6V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS IR 10y I =1MHz { —275GHz f =275GHz  LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A . 2 TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT | 237 Ve € Ci fec fo-s TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER FREQUENCE v bF oF . FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE ;"_FQUENCY min min max GHz GHz OPERATING  STORAGE
DH 751 F27d 1-2 B 0.9 11 50 125
DY 757 F27d 2-4 8 0.5 07 70 150
DH 753 _F274d 4-8 12 02 0.3 100 200 SR —EEAE
DH 755 F27d 4-8 12 0.3 0.5 100 200
DH 756 E27a 812 12 01 0.2 250 500
varactors limiteunrs au silicinm
silicon limiter varactors
CONDITIONS DE MESURES TR V=BV Vg—6Y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS A H f —1MHz I =275GH LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A TEMPERATURES °C
T=— 26 / Ty o]
SPECIFICATIONS AT RETC Van Ver G C fo Ain diss TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER ':P'E‘?UFN(EE v v oF pE GHz oCW W FONCTION  STOCKAGE
TYPE CASE E;’:E*’LENW min max min miax min ma max OFERATING  STORAGE
-l
DH 601 F27d 5 a0 45 02 0.5 150 a0 0.7
DH 602 F27d g 30 45 02 0.5 200 a0 0,
E27d . X
DH 603 5 0 90 02 0.5 80 70 1 G54 150 —&5+4175
DH 604 F27d g 80 ag 02 0.5 150 70 1
DH 605 E27d 10 90 120 0.2 0.5 100 50 1.5
DH 606 F27d 12 120 150 0.2 0.5 100 40 2
varactors limiteurs au silicium en microéléments
silicon limiter varactors, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES bl Vg=0V Vg=0V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS i H { =1 MHz i =2.75GHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A+ _ o o0 " - i . TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT 3 HR I 1 i TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION v pF oF GHz FONCTICN.  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION mirl min max min OPERATING  STORAGE
EH 624 (630 25 0.2 0.3 140 I
EH 625 C2 25 0.1 0.2 180 5+ 1580 65+ 175




varactors
varactors

varactors transposeurs de fréquence au silicium

silicon up-conversion varactors

CONDITIONS DE MESURES wernpy  HE—8Y R CONDITIONS LIMITES

TEST CONDITIONS F="1MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIOUES A _ »c o0 - & ¢ i EI.EﬂHnlrﬁgﬁqu . TEMPERATURES “C
SPECIFICATIONS AT | £ SNEnic aiss. TEMPERATURES °C

TYPE BOITIER FREQUENCE pF pF GHz dB W FONCTION,  STOCKAGE
TYPE CASE gﬁlafzouavcv miin min max min OFFRATING  STORAGE
DH 631 F27d i 90 5 75 as 3 5

DH 631 B F 49 | a0 5 75 a5 a 7

DH 632 Ford 2 ag 3 5 50 a4 5

DH 632 B F 49 2 50 3 5 50 3 7

DH 633 F27d 4 70 15 25 80 35 25

DH 633 8 F a9 4 70 15 25 80 as 35 I .
DH 634 F27d 5 50 0.8 1.2 140 4 1.5 L N
DH 634 8 F 49 6 50 08 1.2 140 4 2

DH 635 F27d 8 40 0.7 08 180 4 1

DH 6358 F 49 8 40 07 0.9 180 4 1.5

DH 636 Fo7d 10 40 08 08 200 45 |

DH 637 Fo7d 13 25 0.4 08 250 54 1
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diodes de controle
control diodes

diodes PIN de commutation rapide

fast switching PIN diodes
: - CONDITIONS LIMITES
CONDITIONS DE MESURES 20 mA == e ek Vg—= 50V
0 q W Lo -
MEASURING CONDITIONS —10V/50Q i e HRG BONOITINS
TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A ; C R
—35% i IsE W) T it ] o
SPECIFICATIONS AT |~ 22 C cs s BR 1 TEMPERATURES °C:
TYPE BOITIER ns v pF °CIW FONCTIDNH STOCK{GE
TYPE CASE typ max rin max max OPERATING  STORAGE
DH 401 Fa7d 15 1 100 0.4 50
DH 4018 AZZe 15 1 100 0.3
DH 402 Fo7d 25 1 150 0.4 50
DH402R A22e 25 1 150 0.3
DH 405 F27d 15 1.2 150 0.3 70
DH 4058 A22e 15 i 150 0.2 — 554150 —65+175
DH 403 F27d 50 1 200 0.4 40
DH 403B A2%e 50 1 200 0.3
DOH 404 E27d 70 15 250 0.28 40
DH 407 Fo7d 70 1.2 250 036 35
DH 408 F27d 70 1 250 0.4 30
OH 408 F27d 70 0.8 250 045 25
diodes PIN de commutation ultra-rapide
altra-fast switching PIN diodes
CONDITIONS DE MESURES 20 mA y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS —towison P 20mA Ip=104A V=&Y Gr=D0¥ LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A . __ .. _ TEMPERATURE °C
SPECIFICATIONS aT | — 22°C fer SF Var Cr Cr il TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER ns v pF oF 0w FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE tvp max min max max max OPERATING  STORAGE
DH 531 F27d 4 1.2 50 0.6 08 0
DH 5318 22e 4 1.2 50 0.4 0.6 .
— 5 4 1’ gy
DH 532 F27d 6 1 70 08 08 80 S
DH 5328 A22e 3 1 70 0.4 0.6
diodes PIN de commutation et de déphasage (moyenne et forte puissance)
switching and phase shifting PIN diodes (medium and high power)
CONDITIONS DE MESURES 20 mA 10 mA . VR =50V CONDITIONS LIMITES
Vp—50Y - -10m
TEST CONDITIONS —10V/500 —BmA =50 i f—1MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A ) TEMPERATURES °C
T=25°C I, ' :
SPECIFICATIONS AT o n S8 5F VeR Cr Rin TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER ns us o Q v pF pF °CIW FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE typ typ max max min min max max OPERATING  STORAGE
DH 441 F27d 150 1 1 1 500 035 045 15
OH 442 F27d 200 1 1 1 500 027 033 20
DH 443 F27d 200 7 1 0.7 500 035 045 15
DH 438 F27d 250 2 1 0.5 500 Q.5 0.7 15
OH 437 po 7 250 2 0.5 500 04 Q0.6 100 %
DH 439 F27d 250 2 1 05 700 0.5 07 15 TESTIs0 mes 200
DH 451 F27d 300 2 1.5 1.5 200 027 033 15
DH 453 F27d 300 3 1 06 900 0.4 06 15
DH 454 E27d 350 5 1 06 1200 0.5 0.7 15
DH 482 F 27 SA 500 7 1 0.8 1800 0.8 1 15

diodes de commutation de puissance rapides
diodes

high speed power switching

CONDITIONS DE MESURES 20 mA Vp=30V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS - 10V/50Q R10UA Mz FT20mA lE—20mA VR==10V. | \imiING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A FREQUENCE PERTES T T &

T=250¢ © ; P v & s DECOUPL,  TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT FREQUENCY ' s B8R T sF Inserion losses  ISOLATION  TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER iz ns " v ot Q 8 4B FONCTION  STOCKAGE
TYFE CASE type mir typ typ tvp typ OPERATING  STORAGE
DH 582 F32b 10 ] 06 80 014 1.5 0.5 30
DH 583 F32b 12 5] 05 B0 D12 s 0.5 an

< — 254+ 70 - 40 + 1(

DH 584 F32b 15 5 0.4 80 0.105 25 035 30 e
DH 585 F32b 18 4 0.4 80 0.095 3 0.5 30 =




diodes de controle
control diodes

diodes PIN pour atténuation

attenuating PIN diodes
5 V=50V N 10 mA CONDITIONS LIMITES
?SQDJ:TC':?\:%TT%\EESURES =03 mo S B=10mA o Mz VR=100V' _gma  (IMITING CONDITIONS
TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A - _ .4 _ " e o In % _
SPECIFICATIONS AT~ | 20 ©C 5F i d TEMPERATURES °C
EPAISSEUR =
TYPE BOITIER ZONE | Q Q Q Q fol Q nF pF 1) us FONCTION STOCK!\\\:[’
TYPE CASE THICKNESS min max min - max min - max min  max max typ DOPFERATING  STORAGE
um
DH 488 £27d 70 70 140 8 16 12 05 07 10 2
DH 489 F27d 100 120 240 15 30 21 4.2 04 08 10 3
DH 491 Do 7 140 120 240 15 30 21 432 03 07 10 5 - R T ———
DH 493 A22e 140 200 400 25 50 35 7 0.2 04 10 4
DH 495 F27d 140 120 240 He. 30 2.1 4.2 D4 08 10 5
DH 496 F27d 200 400 BOO 50 100 65 13 03 05 10 7
diodes PIN de commutation rapide, en microéléments
fast switching PIN diodes, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES 20 mA N— — V=50V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS —10V/50Q * & # =1 MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUESA .o : . 2 " " TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT - “ 5F AR ! I TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION ns o v pF pF FONCTION STOCKAGE
TYPE PRESENTATION typ min alli max OPERATING ~ STORAGE
EH 404 cz 70 1.5 200 0.04 0.08
EH 407 c2 70 1.2 200 0.08 016
55+ 160 —B5+175
EH 408 Cc2 70 1 200 016 0.2
EH 409 Cc2 70 0.8 200 0.2 0.25

diodes PIN de commutation et de déphasage, (moyenne et forte puissance), en microéléments
switching and phase shifting PIN diodes (medium and high power), microcomponents

CONDITIONS DE MESURES

20 mA 10 mA ey o _ Vp= 50V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS -10/50 0 — & mA KR=50Y L gl = 1MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIOUESA - _ .00 : . . TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT 3 o i rsA SF vBR i TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION ng HE Q Q W pF pF FONCTION.  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION typ typ max max min min max OPERATING  STORAGE
EH 424 c2 150 1 1 1 500 015 025
EH 426 c2 250 2 1 0.5 700 030 050 BT .
EH 428 c2 300 2 15 15 900 008 0.15 SR e
EH 429 c2 300 3 1 0.6 900 0.2 04:

diodes PIN pour atténuation, en microéléments

attenuating PIN diodes, microcomp ts
CONDITIONS DE MESURES VR— 50V 10 mA CONDITIONS LIMITES

C— 01 = = R0 = 10m 8
TEST CONDITIONS fF=Rins E=m E=almes i VR=100V 6 A LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A e TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT |~ 28°C IsF Isi IsF € " L TEMPERATURES °C
EPAISSEUR
TYPE PRESENTATION ZONE | a o o a @ pF DF A us FONCTION  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION THICKNESS min max min - max min - max min - max max typ OFERATING  STORAGE
pm
EH 488 c4 70 70 140 8 1B 12 03 05 10 2
EH 481 ca 100 120 240 15 30 2142 0.2 035 10 3 — 554150 5
EH 493 c4 140 200 200 25 50 35 7 015 030 10 g ' = B5+175
EH 496 C4 200 400 800 50 100 85 13 01 02 10 7

12




diodes PIN de commutation rapide en beam-lead
fast switching beam-lead PIN diodes

—(—

vq | — B0V CONDITIONS LIMITES
CONDTENG OE MERUIRES R Visoa Ip==2bim a=10.A i LIMITING CONDITIONS
TEST CONDITIONS = f=1MHz
TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A - _ ,cap e rse VeR Cr TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT e T
TYPE PRESENTATION ns Q % B OPERATING ~ STORAGE
TYPE PRESENTATION typ min
EHa12 ci01 100 35 200 0.03 —B5+150 —B5+175
EH 533 c100 5 35 40 0.03
diodes snap-off
step recovery diodes
CONDITIONS DE MESURES ~10mA +10 mA E— V=6V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS —6mA —1ay =1 MHz LIMITING CONDITIONS
g TEMPERATURES °C
Eﬁ?@?ﬁﬁgﬁ? i? A 7-257 n tso Puiss Ver = TEMPERATURES °C
e SOER = = - W v oF FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE min typ max max min fmiax OFERATING  STORAGE
DH 541 A22e 25 £ [8] 140 0.25 a0 =0
DH 542 A2Ze a0 180 250 025 =0 15 e e
DH 543 A22e 20 a0 140 0.25 a0 1
DH 544 A22e a5 150 250 Q.25 50 1
BH 551 F27d 15 70 100 1 20 7
DH 552 F27d 20 %0 140 1 30 1 — 554175 — 65+ 200
DH 553 F27d 30 120, 250 1 40 i
varicaps abrupts au silicium
silicon abrupt tuning diodes
Vp=—4dV
CONDITIONS DE MESURES V=4V e Vp=4V R ST T t= 1 MHz CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS t=1MHz el t= 50 MHz RTIGHE i § ﬁ —gg :g LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A 2 ’ TEMPERATURES °C
SPECIEICATIONS AT T—259% Cr=10% C1y/Cr2 Q VEr g ag TEMPERATLRES 90
TYPE BOITIER oF pF % uA 10 8rc FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE min min min max max OPERATING STORAGE
DH 7811 A DO 7 5.8 2.7 B00 30 0.02 400
DH7B1Z A Doy 8.2 28 800 30 0.02 400
OH 7B13 A Do 7 10 2.8 750 30 0.02 400
OH 7E14 A Dov 2 28 750 30 0.02 400
DH 7815 A Do 7 15 28 750 30 002 400
DH 7816 A DO 7 18 28 700 30 0.02 400
DH 7817 A DO 7 20 28 700 30 0.02 400
DH 7818 A DO 7 22 2.9 700 30 0.02 400 _
DH 7819 A DO 7 27 2.9 700 30 0.02 400 IERE —RRual
DH 7820 A DO 7 33 2.9 700 30 0.02 400
DH 7821 A DO 7 39 2.9 700 30 0.02 400
DH 7822 A DO 7 47 29 700 30 0.0z 400
DH 7TBZ23 A Do 7 56 28 500 30 0.02 400
DH 7824 A Do 7 58 29 500 30 0.02 400
BH 7825 A DO 7 82 29 300 a0 0.02 400
OH YEZ6 A Do7 100 29 300 30 n.o2 400
BH 740 F2rd 08 24 140 40
DH 741 F2Td 1.2 2.8 135 40
DH 742 Ford 18 3 130 a0
DH 743 F27d 2.7 32 120 40
OH 744 F27d 39 34 110 40 B
DH 745 Fard a7 3.4 100 40
DH 7486 F27d LWL 36 a5 40
OH 747 Fard 58 37 50 40
DH 780 F27d 08 1.8 145 25
BH 791 Fo7d 12 2 185 25
DH 782 F27d 1.8 21 180 25
DH 793 F27d 2.7 22 165 25 —65+-150 —65+200
GH 794 F27d 38 23 130 25
DH 795 F27d a7 235 120 25




diodes de controle
control diodes

varicaps hyperabrupts au silicium

silicon taning diodes
Vy=2V i [ MITES
CONDITIONS DE MESURES V=V ooy  VemWN pmiiighe  TIRNRUIGRE ITJDENS
TEST CONDITIONS =1 MHz (=1 MHz I— 50 MHz LIMITING COND
TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A v
T—25°C v C Cry/Crz Q ¥ BR - o
SPECIFICATIONS AT 3 N i I TEMPEEAIUHES c
TYPE BOITIER % oF pF pF pF pF v FONCTION,  STOCKAGE
TYPE CASE typ min max min min min - max min OPERATING  STORAGE
DH 724 DO 7 4 12 17 5 100 1 2 25
DH 726 pov 3] 10 15 5 100 1 2 25
DH 728 Do 7 8 9 14 5 150 1 2 25 —E54+100 —B5+ 150
DH 730 Do7 10 7 12 5 250 1 2 25
DH 732 DO 7 12 7 12 5 250 {2 25
f=1GHz
DH 733 F27d [} 08 5 180 1 20
DH 734 Fo7d g 12 5 160 T 70
DH 735 Fa7d 5 [ 5 150 ! . —55+150 —65+4200
DH 736 F27d 6 27 3 100 ] 70
DH 737 F27d 3 39 3 85 7 20
DH 738 F27d 3 4.7 3 70 1 20
varicaps a I'arséniure de gallinm
gallium arsenide tuning diodes
CONDITIONS DE MESURES Vp=0V V=0V Vp—4Yy AT CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS f=1MHz f=1MHz f=1GHz i H LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A  —_ __ .- 2 LS B ic 5 7 TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT |~ 25°€ G209 plis B TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER pF pF typ v FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE typ min rin OPERATING ~ STORAGE
Vrz—30V
AH 152 Fo7d 0.7 225 475 30
AH 153 Fa27d 1 a6 425 30
AH 154 Fard 1.4 3 400 30 —40+70 —B5+175
AH 155 Fa7d 232 3.4 350 30
AH 156 F27d 3 3.7 300 30
VRz =40V
AH 160 Fo7d 0.7 235 450 i
AH 161 F54 1 2.7 375 45
AH 162 MZ08D 1.4 RE] 350 45 —4D04+70 —85+175
AH 163 w2 22 3 300 45
AH 164 W2 3 4 ; 250 a5
Vaz =55V
AH 165 W2 07 245 350 &0
AH 166 W2 1 Zg 325 &0
AH 167 [ 1.4 34 300 60 —40+70 —8B5+175
AH 168 w2 ; 22 4 T 2500 60
AH 169 W2 3 4.3 200 60
varicaps abrupts au silicinum, en microéléments
silicon abrupt tuning diodes, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES V=4V iy = Vi min \\;};: ‘2, : 10 A CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS f=1GHz {21 Mz =1 MHz ] ¥ LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A TEMPERATURES °C
- 050 + 20¢ =
SPECIFICATIONS AT |~ 2°7C Crbe0% CrifCr2 Y VeR TEMPERATURES °C
TYFE FRESENTATION oF oF v FONCTION.  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION typ min min min OPERATING  STORAGE
EH 740 T2 0.6 35 740 a0
EH 741 38 735 a0
EH 742 an 730 a0
[~ EH780 S I B TR — 554150 — 65+ 200
I EH79I 33 4 |
T EA792 e 5.6




varicaps hyperabrupts au silicium en microéléments

silicon hyperabrupt diodes, microcomponernts
Vy=2V v CONDITIONS LIMITES
CONDITIONS DE MESURES Vg = Vy Vo= 120V Vr—=VWn p=10 pA
L 2 —1Gl ONDITIONS
TEST CONDITIONS [=1MHz =1 MHz fe= b GHz LIMTING'C
TEMPERATURES °C
CARACTERISTIQUES A . S/Cp Q v
T=25°C Wy (E1V) CrE20% Cni/Ct BR
SPECIFICATIONS AT " : TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION "] pF ) W FONCTIOM. STOCKAGE
TYPE PRESENTATION  typ typ min min min OPERATING ~ STORAGE
EH 733 c2 % 0.6 5 180 20 -
EH 734 cz & 1 5 160 20 — 554150 —65+ 200
EH 735 c2 B 16 5 150 20
diodes schottky de commutation
switching schotthky diodes
CONDITIONS DE MESURES Vg —3Vp _ L VR=0V i G CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS (2looMHz RTT1OHA VR=—SY fotMbz  FTMA FS0MA | MITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT 17 25°C  m Var 8 2 g Ve TEMPERATURES °C
TYPE BOITIER ps v na nA oF Y v FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE max min typ max max max max OPERATING ~ STORAGE
DH 501 A22e 60 10 10 50 1 0.5 1
DH 502 A22e 60 15 2 20 1 0.5 1
DH 511 A22e 80 15 90 250 1 0.5 1 —55+150 —B5+175
DH512 AZ2e 80 20 70 200 1 0.5 1
DH513 A22e 80 25 50 150 1 05 1
DH514 A2Ze 80 30 30 100 1 0.5 1
diodes schottky de commutation, en microéléments
switching schottky diodes, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES Vig=3Vg o= 10 un Vi o B Vg=0W CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS =100 MHz R H R f=1MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A+ _ ,c o ; 5 | e TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT - HA R | TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION ps W nA pF FONCTION,  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION max min typ max OPERATING  STORAGE
EH 511 C2 B0 B 50 BE]
EH 512 o] 80 20 70 0.9
. — 55+ 1 —65+175
EH513 c2 80 25 50 0.9 0 !
EH 514 cz 80 30 30 0.9
varactors limiteurs
limiter varactors
CONDITIONS DE MESURES o Vg=6Y VR=6Y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS R " f=1MHz f—2.75 GHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A . TEMPERATURES °C
- V) 2
SPECIFICATIONS AT |~ 20°C EA % fe Rin Paiss TEMPERATURES °C
‘ FREQUENCE
TYPE BOITIER MAX v v pF pF GHz SCIW W FONCTION  STOCKAGE
TYPE CASE Max min max min max min max max OPERATING  STORAGE
FREQUENCY
GHz
DH 601 F27d 5 30 45 0.2 0.5 150 50 0.75
DH 602 F27d 6 30 45 0.2 0.5 200 80 0.75
DH 603 Fo7d g &0 a0 0.2 05 a0 70 1 ~
DH 604 F27d 8 80 a0 03 o Yo == 3 —55+150 —B5+175
DH 605 F27d 10 30 120 0.2 0.5 100 50 1.5
DH 606 F27d 12 120 150 0.2 0.5 100 40 2




diodes de controle
control diodes

varactors limiteurs rapides

fast imiter varactors
CONDITIONS DE MESURES o= 10 A Vr=0V Vp=0V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS R H =1 MHz [—=275GHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A . TEMPERATURES °C
- 2 Pas
SPECIFICATIONS aT |~ 22°C Ven € fe Fin ass: TEMPERATURES °C
) FREQUENCE
TYPE BOITIER AKX v pF pF GHz °Ciw W FONCTION. STOCKAGE
TYPE CASE MAX min min max min max max OFERATING  STORAGE
FREQUENCY
GHz
DHB22 F27d 2-6 25 0.2 0.3 35 a0 Q075
DH 623 F27d 2-12 25 02 03 100 g0 0.75 el il
DH 624 F27d 12 25 0.2 0.3 140 90 0.75 %
DH 625 F27d 16 25 0.2 0.3 180 150 0.5
varactors limiteurs en microéléments
limiter varactors, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES =10 uA V=0V V=0V CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS 'q " t=1MHz t=275GHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A T=280C VeR o 5 TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT = ' ¢ TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION y oF of GHz FONCTION STOCKAGE
TYPE PRESENTATION mir min max min OPERATING  STORAGE
EH 624 c2 25 02 0.3 140 aRa 1E Ry
EH 625 c2 25 0.1 0 180 = = e
varactors de commutation
switching varactors
CONDITIONS DE MESURES 10 ma + 10 mA e =10 A Yg=F6Y CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS —6mA ' — 10V B " f=1MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A TEMPERATURES °C
T—2ED L ") = -
SPECIFICATIONS AT i i lso Yen € TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION ns 0s v oF oF FONCTION.  STOCKAGE
TYPE PRESENTATION typ typ min min max OPERATING  STORAGE
EH 255 C2 40 120 40 08 1.4
EH 256 {2 20 80 a0 0.5 0.8 i =3 =
EH 257 c2 15 80 25 0.3 05 uaEEiny =hgriald
EH 258 Cc2 10 70 20 015 0.3
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diodes de réception
receiving diodes

diodes cristaux mélangeurs

mixer diodes
PREAMPLIFICATEUR o _ | c o _
IF AMPLIFIER RESISTANCE DE CHARGE CONT |0
CONDITIONS DE MESURES FREQUENCE INT. 30 MHz D.C LOAD H‘ESu'S.'T;'ﬁ.J.\I'CE
TEST CONDITIONS \.F FREQUENCY CHARGE MOYEN. FREQ -
PUISSANCE O1.L. —_— |F LOAD RESISTANCE
L.O. POWER ans
FREQUENCE DE ESSAI DE
CARACTERISTIQUES A 1 _ oo NFo ROS Z MESURES SURCHARGE
SPECIFICATIONS AT - VSWA TEST TEST PULSE
FREQUENCY ENERGY
= , FRECIUENCE
%
GHz
iIN21C F3 2-6 8.3 3.06 2
1N 21 CR Pa 2-6 8.3 3.08 2
1N 21 DR F3a 2-85 8.3 3.06 2
1N 416 C F3 2-8 7.3 1.5 az5 475 3.06 2
IN21D P3 2-8 7.3 15 325 475 3.06 2
IN416D F3a 2-6 7.2 1.5 325 475 3.06 2
INZ23C Pa B6-12 9.5 1.5 325 475 0.375 1
1N 23 CR E 6-12 95 5 325 475 0.375 1
IN4IEC P 3a G6-12 9.5 1.5 325 475 D.375 1
N 149 Pa 6-12 8.3 1.5 325 475 9.375 1
1N 1498 P3 8-12 8.3 15 az5 475 9.375 1
1N 23D e 6-12 8.2 1.3 350 450 9.375 1
1N 23 DR Pa 6-12 8.2 1.3 350 450 9.375 1
N4150 P3 6-12 8.2 1.3 350 450 9.375 1
INZ3E P3 B-12 7.5 13 335 465 B8.375 1
tN 23 ER pd 6-12 T 1.3 335 485 B.375 1
IN41BE P3 6-12 7.5 1.3 335 465 9,375 1
TH 8021 C P 3c 2-6 8.3 2 200 800 3.06 2
THB121C P 3c 2-6 8.3 2 200 800 3.06 2
TH 8021 D P 3c 2-8 7.3 15 325 475 3.06 2
THB121D P 3c 2-6 7.3 15 azs 475 306 2
TH 8023 C 7 3¢ B-12 95 15 200 500 9.375 1
THE123C P 3c E-12 5 15 200 500 9.375 1
TH 8049 P 3c B-12 B3 1.5 325 475 9.375 1
TH B8149 P 3c 6-12 8.3 1.5 325 475 9.375 1
TH 8249 P ic 5-12 8.3 15 325 475 9375 i
TH 8023 D Pdc 6-12 8.2 1.3 350 450 5.375 1
THB122D P 3c 6-12 8.2 1.4 350 450 9.375 1
TH 8023 E P ac 6-12 7.5 1.3 335 465 9.3765 1
THB123E Pic 6-12 7.5 1.3 335 465 9.375 1
diodes cristaux détecteurs
detector diodes
BANDE VIDEO
VIDEQ BANDWIDTH - 1 MHz
CONDITIONS DE MESURES POLAR, NULLE Ru=1200Q
TEST CONDITIONS ZERO BIAS Vemgmy PLo= 5 pW
DETECTEUR ADAPTE
R.F MATCHING
CARACTERISTIQUES A FREEQUENCE Be
SPECIFICATIONS AT~ | —22°C Tss Ry M ST
FREQUENCY
o i FREQUENCE :
TYPE ?:igém ETEOUENCY gBLr” I:"?n t”?“ o o
N 32 Fa Z-6 — 54 5 25 100 3,06
IN3ZR Pa 2-6 — 54 5 25 100 3.086
N 2102 P 3a 2-6 — 54 5 25 100 3.06
NG Fa G-12 — a7 5 25 100 9,375
N31R P3 6-12 — 47 5 25 100 9.375
TH 8032 Pac 2-6 —54 5 25 100 3.06
TH 8132 Fac 2-6 —54 5 25 100 3.06
TH 8031 P3c 6-12 — 47 5 25 55 9375
THH13 P3c B6-12 — 47 5 25 55 9.375
TH 8231 P3a 6-12 — 47 5 25 55 9.375




diodes de réception
receiving diodes

diodes schotthky mélangeuses
mixer schotthy diodes

N.F PREAMPLIFICATEUR

CHARGE MOYENNE FREQUENCE

N.E LE AMPLIFIER k58 (F LOAD RESISTANCE t4000
CONDITIONS DE MESURES FREQUENCE INTERMEDIAIRE 0\ RESISTANCE DE CHARGE CONT o o CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS |.F FREQUENCY & D.C. LOAD RESISTANCE . LIMITING CONDITIONS
PUISSANCE O.L. TUBE DE BRUT ., .
LO POWER 1MW NOISE TuBe < 19608 3ns
FREQUENCE  ESSAIDE
CARACTERISTIQUESA . _ oo WE RO.S " DEMESURE  SURCHAGE TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT = " V.SWR " TEST TEST PULSE TEMPERATURES®C
FREQUENCY  ENERGY
BANDE DE
TYPE BOITIER HRQUHENGE s o 0 i e FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE Eii%tégwcv max typ max min max ' 9 OPERATING ~ STORAGE
GHz
©  DH309D P3a 2-6 7.5 15 2 300 500 3.08 5
. DH309E F3a 2-8 T 15 2 300 500 3.06 5 .
- 4150 —65+175
I DH309F P 3a 2-6 6 15 2 300 500 3.06 5 = '
. DH309G F3a 2-6 55 15 2 300 500 3.08 5
DH 318D F 3a 6-12 B 15 2 300 500 9.375 5
OH319E P 3a 6-12 7.5 15 2 300 500 9.375 -
DH319F P 3a B-12 7 15 2 300 500 9.375 5 —55-+150 — 85+ 175
DH318G P 3a 6-12 6.5 15 2 300 500 9375 5
DH 319 H P3a 5-12 B 15 2 300 500 9.375 5
diodes schotthky mélangeuses
schotthky mixer diodes
N.F PREAM FICAT
s EWPLIL,F'%% EUR. 548 ResisTaNCE DE
FREQUENCE CHARGE CONT. ., ;o oy
CONDITIONS DE MESURES : : D.C. LOAD CONDITIONS LIMITES
INTERMEDIAIRE : 30 MHz RESISTA e g
TEST CONDITIONS \F FREQUENCY SISTANCE LIMITING CONDITIONS
PUISSANGE O.L. ; N PEBRUT . 15608 3ns
L0 PoWER TN NOISE TU
FREQUENGE ESSAIDE
CARACTERISTIQUES A L _ o o0 o ROS 2, DE MESURE  SURCHAGE | u TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT 7 V.SWR i TEST TEST PULSE  Mmax F i TEMPERATURES °C
FREQUENCY ENERGY
» FREQUENCE
TYPE BOITIER d8 o a ma mA FONCTION,  STOCKAGE
TYPE CASE FGTEOUENCY max typ  max min  max GHz Erg max max v OPERATING  STORAGE
a seuil moyen - medium barrier
! DH301  Fs51 1-6 8.5 15 2 200 400 3.06 5 250 50T 3
___DH302 F51 1-8 8 15 2 200 400 3.06 5 250 50 3 —55+150 =—B5+175
' DH303 F51 1-6 5.5 15 2 200 400 3,08 5 3
DH312 F 51 8-12 7 15 2 200 400 9.375 5 3
DH 313 F51 5-12 8.5 1.5 2 200 400 9.375 5 3 .
DH314 F 51 612 8 15 2 200400 9.a75 5 3 —%+ <BEFITE
DH 315 F 51 6-12 5.5 T i 200 400 9.375 4] 3
= i b S PLST: TENME {5 g £ 400 EN 1 SRS e 8°
- i F5 12-18 e 1502 4005 IR { e 3 ) _
3 F51 12-18 65 15 2 200 400 15 5 3 SRR —eREATE
= F 51 12-18 B 157 2 200 400 15 5 3
a fort seuil - high barrier
DH 351 F 51 1-6 6.5 1.5 2 400 3
DH 352 F 51 1-8 6.5 15 2 400 3 — 554100 —65+125
DH 353 F51 1-6 55 15 2 400 3
~ DH382. FBIEIEE 62120 7 LB 400 et
 DH363 F 51 6-12 6.5 1,550 9% 400 3N )
© DH364" S F iy _68-12 B e 1.5 2 200 3 —55+100 —B5+125
[ DH 385#4s5 F 51ian i 8- 1200 5510900 1.5 2 e 2007 4005 15 . 53
DH 372 F 51 12-18 7.5 15, 2 200 400 15 3
DH 373 F 51 12-18 7 15 2 200 400 15 3
DH374 F 51 12-18 6.5 15 2 200 400 15 3 —56+100 —DB5+125
DH 375 F 51 12-18B B 1.5 2 200 400 15 K]
18



diodes schottky mélangeuses a faible bruit au Ga As
Ga AS low noise shotthky mixer diodes

CONDITIONS DE MESURES
TEST CONDITIGNS

NF PREAMPLIFICATEUR |, & ip
N.F | F AMPLIFIER ik ok

FREQUENCE INTERMEDIAIRE

|F FREQUENCY 30 MHz
PLISSANCE O.L.
L0, POWER

RESISTANCE DE CHARGE CONT.

1 mw

CONDITIONS LIMITES
LIMITING CONDITIONS

D.C. LOAD RESISTANCE 1080
TUBE DE BRUIT
NOISETUBE 15608
FREQUENCE
CARACTERISTIQUES A+ _ yeop W ROS. 5 DE MESURE TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT = +9 V.SWR i TEST TEMPERATURES ®C
FREQUENCY
BANDE DE
FREQUENCE
- FREQUENCY
TYPE BOITIER BANGE dB \ Q Q it mi FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE GHz max IR min max max OFERATING ~ STORAGE
DH 378 F5i B-12 55 2 200 500 9,375 30
OH 378 (e 12-1B 5h 2 200 500 14.3 ao
DH 383 M 208b 18 - 40 7 3 200 500 25.5 30 —40+70 — 65+ 150
DH 384 BH4 18- 40 6.5 3 200 500 25.5 30
DH 385 BH 4 18-40 6 3 200 500 255 ao
diodes schotthky mélangeuses en microéléments
mixer schotthy diodes, microcomponents
CONDITIONS DE MESURES V=0V T PLg=1mW CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS f=1MHz F IF — 30 MHz LIMITING CONDITIONS
CARACTERISTIQUES A e TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT T 4 Ve W¥o TEMPERATURES °C
TYPE PRESENTATION FREQUENCE pF pF W dB FONCTION, STOCKAGE
TYFE PRESENTATION — FREQUENCY min max typ max OPERATING ~ STORAGE
EH 305 c1 1-4 03 0.35 0.4 55
EH 315 [ 4-8 017 0.22 0.42 55
EH 317 Ci §-12 013 0.18 0.43 g — 554150 —B5+175
" EH318 e .~ B-15 012 0.14 0.45 6
EH 320 c1 12-18 0.07 0.10 047 6.5
diodes schottly détectrices
detector schottky diodes
BANDE VIDEO A MH
CONDITIONS DE MESURES VIDED BANDWIDTH ' ” CONDITIONS LIMITES
TEST CONDITIONS COURANT DE POLAR. | 30 A LIMITING CONDITIONS
BIAS CURRENT Bl
CARACTERISTIQUES A [ _ o op T R P TEMPERATURES °C
SPECIFICATIONS AT i i rimax IF VR TEMPERATURES °C
BAT}JDE DE
TYPE BOITIER igggﬂiﬁgi dBrm o Q mw mA ; FONCTION.  STOCKAGE
TYPE CASE typ min max max max OPERATING  STORAGE
RANGE
GHz
. DH340 F 51 SEEnE-12 — 54 1 2 250 PR G0 3
21DH 340y 7ot v F 51 L 12-18 — 51 1 2 250 50 a
DH 308 Paa 2-8 ~ 55 1 2 250 ) 3 bR =hRise
DH 314 P 3a 6-12 — 52 1 2 250 50 3




